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Description

Ce travail traite de la croissance et des propriétés optiques d'hétérostructures GaN/AIN a
champ électrique interne réduit, déposées sur SiC par épitaxie par jets moléculaires assistée par
plasma. Nous avons d'abord étudi€ les propriétés de structures GaN/AIN en phase wurtzite
déposées sur SiC (11-20) ou plan a. A I'inverse de l'orientation (0001), la croissance du GaN
sur I'AIN en conditions d'exces de Ga permet de former des boites quantiques de GaN par le
mode Stranski-Krastanow, et la croissance en conditions d'excés d'azote aboutit a la formation
de puits quantiques de GaN. Dans les deux cas, la morphologie des couches est influencée a la
fois par l'anisotropie de la couche tampon d'AIN sous-jacente et par la polarité¢ du matériau.
Des études optiques ont montré une forte réduction du champ électrique interne par rapport a
l'orientation (0001). Enfin, nous avons étudi€ les propriétés des nitrures en phase zinc-blende.
Nous avons déterminé les paramétres permettant de controler la formation des boites
quantiques de GaN/AIN, en insistant sur le role de la rugosité de I'AIN. Des études optiques
ont révélé une polarisation de la photoluminescence des boites a température ambiante.
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Hétérostructures en désaccord de maille: Contraintes et déformations ... 9: Exemple de "boites
quantiques" GaN dans AIN réalisées en croissance . propriétés électroniques: exemple, les
nanotubes de carbone... Fig. .. méme en équilibre interne. .. I'interaction entre électrons se
réduit & une énergie €lectrostatique.

Heterostructures Gan/ALN a Champ Electrique Interne Reduit . croissance et des proprietes
optiques d'heterostructures Ga N/AI N a champ electrique interne.

Electrical and Electronic Technology:Edward Hughes, Ian McKenzie-Smith, Dr John Hiley, Dr
Keith Brown As a reproduction of a historical artifact, this work may.

surfaces, des nanoobjets et de leurs propriétés mécaniques (déformation, défauts, plasticité) .
l'instrument INS a été volontairement réduit cette année afin d'installer les nouveaux ... Le
logiciel CorrelManuV pour I'analyse des champs de .. characterization of GaN nanowires and
GaN/AIN heterostructure nanowires.

13 avr. 2012 . (French Edition) - Hétérostructures GaN/AIN a champ électrique interne réduit:
Croissance et propriétés optiques (Omn.Univ.Europ.) (French.

Ondes optiques et acoustiques dans les hétérostructures anisotropes . des ondes acoustiques
dans les hétérorostructures a base des nitrures AIN, GaN, InN.

Amazon.com: Hétérostructures GaN/AIN a champ électrique interne réduit: Croissance et
propriétés optiques (Omn.Univ.Europ.) (French Edition).

29 janv. 2016 . 1.3.1 Champ électrique interne dans les hétérostructures III-N . . ... .. ... 27 .
2 Propriétés optiques des boites quantiques GaN/AIN. 40 ... Nous décrirons la croissance des
composes III-N ainsi que les problémes rencontrés liés a I'absence .. ce qui réduit le nombre
de porteurs photogénérés. Le gap.

16 Jul 2014 . B.2 Modes optiques de surface : effet d'environnement . ... Propriétés
mécaniques de matériaux nanocristallins J'ai plus récemment com- . contexte de la croissance
par épitaxie par jet moléculaire sous la direction ... zoélectricité du substrat : une onde
acoustique de surface géneére un champ électrique.

Hétérostructures GaN/AIN a champ ¢€lectrique interne réduit: Croissance et propriétés optiques
(Omn.Univ.Europ.) By: Sébastien Founta(Author) - Language:.

19 1.5.5 Structure de bande, propriétés optiques et électroniques du GaN . . 29 1.6 Substrats
classiques pour la croissance de GaN . ... 87 11.3.2 Hétérostructure avec couche espaceur
AlGaN/AIN/GaN. .. La mobilité p d'un €lectron, relie sa vitesse vO au champ électrique E
applique sur le semi-conducteur, vO0= uE.

Elaboration, microstructure, propriétés €lectriques et magnétiques de matériaux ... Etude du
champ magnetique dans les nuages moleculaires . dans le disque interne (R < R25) de dix
galaxies mais aussi a leur périphérie (R > R 25). .. Gan-Dan-Liang-Yi-Tang (GDLYT) is a
Traditional Chinese Medicine that has been.

28 avr. 2014 . Etude des propriétés structurales, électroniques et optiques de . Mots-clés :
Semi-conducteur, ScN, AIN, ScAIN, FP-LMTO, propriétés ... que la fabrication de



nanostructures et autres hétéro structures est tres .. sous l'effet de perturbation extérieur telles
que la pression, la température, le champ électrique.

[.4.1 Propriétés physiques de I'hétérostructure de type AlmGal-mN/GaN. 23 . I11.2.1.2 Analyse
de la distribution du champ électrique dans la structure AlmGal- .. thermiques du nitrure de
gallium (GaN), les types de croissance ainsi que les . également la possibilité de réaliser des
hétérojonctions avec I'AIN et I'AlGaN,.

Croissance et caractérisation d'hétérostructures radiales de fils . Les semiconducteurs de la
famille des nitrures III-V (GaN, AIN, InN et leurs alliages) sont.

31 mai 2012 . consommation électrique et temps de réponse réduit), elles présentent une .. La
croissance des différentes couches . . 1.5.4 Propriétés des diodes €lectroluminescentes . .
Propriétés optiques . ... Effet du champ électrique dans un puits quantique . . Réalisation de
puits quantique GaN-n/InGaN/GaN-p.

interdite directe, ayant des propriétés €lectriques, physiques et mécaniques tres . Les
hétérostructures isolant/GaN sont caractérisées . a la caractérisation optique et €lectrique des
substrats GaN utilisés par étude de . 1.3.1 Substrat de croissance du GaN .. Transistor a effet
de champ métal - isolant - semiconducteur.

Etude et Modélisation de la Fiabilité des Transistors HEMTs de AlGaN/GaN .. Les phénoménes
de dégradation a fort champ électrique des HEMTs sur le .. croissance des investigations et du
développement, mais, a I'heure actuelle, les .. €électriques internes crées par la séparation a
I'échelle de la maille du centre de.

Here you can Read online or download a free Ebook: Portfoliomanagement.pdf Language:
German by Frauendorf Steffen(Author) A convenient format for.

En effet, ce composé présente des propriétés physiques et ... 2 Equipe d'analyse de surfaces
par spectroscopie optique, Département de physique, .. notamment la croissance des grains en
utilisant une technique innovante basée sur .. Cet article a pour but, a partir d'un essai de
diffusion sous champ électrique,.

Caractérisation optique de surfaces micro-structurées pour des applications d' . solaire et du
stockage électrique par des technologies en couches minces ... Mise en oeuvre d'un ASIC en
GaN pour une application chargeur USB type C ... Impact de la qualité de la lumiére sur la
croissance de différentes souches de.

EPFL - EPFL Infoscience 10.5075/EPFL-THESIS-52 Secretan, Bernard Frottement interne ..
Roland Propriétés structurales et optiques de couches minces composites . Zahnd, Jacques
Dislocations et champs cristallins s.n. (Bale) 1970 ETHZ. .. Hubert Modélisation et simulation
bidimensionnelle de la croissance des.

Oo6noxka Propriétés Optiques Non Linéaires de I'Oxyde de Zinc. Omni badge . O650%ka
Hétérostructures GaN/AIN a champ électrique interne réduit. Omni badge . O6moxka
Croissance des structures InGaAs/GaAs par EPVOM. Omni badge.

le porteur de projet : 1) croissance et propric¢tés du graphene ; 2) imagerie du vivant .. En
interne au L2C, il faudrait veiller a ce que cette ... laboratoire, en particulier optiques : un
spectrometre Hyper-Raman, .. visible sur la spectroscopie des hétérostructures GaN-AIN a été
poursuivie en direction des boites quantiques.

Wide Band Gap semiconductor, SiC, GaN, offer perspectives for these binding . DE L' ART
25 1 Propriétés physiques et €lectriques des matériaux grand-gap . ... a été réalisée dans une
optique d'évolution vers un apprentissage par projet. ... et par conséquent une valeur de
champ électrique critique la plus élevée.

simulation, des mod¢les pour la détermination du champ magnétique a . de pertes de
commutation, Composants a large bande interdite, SiC, GaN . €lectrique, Dimensionnement de
convertisseurs statiques, Transformateurs .. particulier lorsqu'il s'agit de filtrer des grandeurs



"internes' tels que le .. Fibre Optique.

30 avr. 2015 . couple batiments intelligents — véhicules ¢€lectriques. (Abdellatif Miraoui .
Propriétés mécaniques des matériaux en couches minces. (Fabien.

2 Laboratoire d'Optique Appliquée, ENSTA, Ecole Polytechnique, 91761 . L'é¢tude des
propriétés statiques et dynamiques de systémes .. En utilisant la technique des pseudopotentiels
CsLi est réduit a un .. hétérostructures a base de GaN .. le champ électrique interne dii aux
¢lectrons piéges dans le volume.

19 sept. 2007 . 1.1.3 Etats électroniques et propriétés optiques ...................... 15.1.2
Croissance de boites quantiques de GaN en €pitaxie par jets moléculaires. . 1.4 Champ
¢lectrique interne dans les hétérostructures de nitrures. ... et surtout le taux d'émission
spontanée est fortement réduit.

Le premier chapitre regroupe les propriétés physiques et optiques du nitrure .. difficultés de
croissance des hétérostructures nitrurées, la principale difficulté .. la relaxation d'une couche
de GaN déposée sur AIN est reportée sur la figure 1.3. ... nétration du champ électrique dans le
miroir, la longueur de pénétration est.

chimiques (masse, conductivité électrique, propriété optique,...). . propriétés similaires, mais
7Zn0 a certains avantages par rapport au GaN. On peut citer, par .. Lorsqu'un champ électrique
externe est appliqué au matériau, les .. L'ablation laser présente un certain nombre d'avantages
pour la croissance de couches.

6.11 Propriétés optiques des fils et des boites quantiques de GaNplanm . . ... .. 180. 6.11.1
Mise en évidence de la forte réduction du champ électrique interne . .. Croissance
d'hétérostructures GaN/AIN “a champ électrique interne réduit.

95 Propriétés structurales des puits GaN/AIN cubiques . .. I'ingénierie du champ électrique
interne, dont la valeur peut atteindre dans le GaN 10 MV/cm. . Lorsque la croissance est
réalisée sur un substrat de symétrie cubique, on peut ... Pour qu'une hétérostructure présente
de bonnes qualités optiques, nous verrons.

MODELISATION DE L'ACTIVITE ELECTRIQUE UTERINE APPROCHES ... the
elaboration of complex "oxide/SC/oxide/Si(001)" heterostructures and the control of ...
expliquées par le fait qu'un champ électrique localise les fonctions d'onde. .. Dans ce travail
nous présentons quelques propriétés optiques d'un nouveau.

intégrée sur verre par microscopie optique en champ proche. 16h15 . Imagerie de résistance
¢lectrique locale sur matériaux fragiles par AFM a . Croissance par voie électrochimique et
propriétés magnétiques et ... Ces ¢tudes indiquent par ailleurs un « effet de pointe »
extrémement réduit, ce que confirment également.

1 janv. 2007 . Axe 2 : Confinement et transport en optique et acoustique . Croissance et
propriétés de systemes hybrides en couches minces », ... les sections 28 et 30 au titre de
membres internes de 'UPMC. .. champ magnétique ou une tension électrique, .. Quand on
réduit I'épaisseur de couches de NbN.

fonctionnalités intégrées, basées sur l'exploitation des propriétés des .. L'optique intégrée
consiste a réaliser différentes fonctions passives et/ou . peuvent également étre enterrés sous
champ électrique en les portant a une .. Sté¢phane DANAIE, Interne ST -IMEP, 24/05/07,
“Etude de I'appariement des transistors a.

2.6 Distribution du champ électrique au niveau de la jonction base-collecteur .. base de GaN
sont en effet dues en grande partie au propriétés électriques et .. difficile, les temps de
croissance étant plus longs et les gravures plus ... de 11x12.9 mm (dimensions internes), et qui
délivre 50 W dans la bande 8,5-9,6 GHz,.

Apres une présentation des propriétés des matériaux semiconducteurs (Ga . contraintes posées
par la présence de champs électriques internes €levés et . Le chapitre 4 présente ensuite 1 étude



des propriétés optiques des structures réalisées. ... Les nitrures d éléments III : GaN, AIN, InN
et leurs alliages sont connus en.

Cette these se situe dans le cadre d'une etude des proprietes electroniques et .. adapté aux semi-
conducteurs a grands gaps tels que les nitrures GaN et AIN ... field integral equation”) et de
I'équation intégrale du champ électrique (EFIE). .. Cette these porte sur I'etude des proprietes
optiques des heterostructures.

24 janv. 2014 . 14 - Matériaux carbonés (synthese, caractérisation, propriétés et . Mémoires
ferro-électriques et perspectives pour « bio-inspired ... une seconde vie a ce type de plastique
dans une optique de production .. Laboratoire Navier - Champs Sur Marne (France),. 2 ..
croissance des hydrates par adsorption.

Il montra qu'un fil parcouru par un courant électrique produit un champ ... Pour comprendre
les propriétés €lectriques ou optiques des matériaux, il faut de .. Les hétérostructures «
quantiques » sont quant a elles apparues a la fin des années 70. . puits quantique de GaN au
sein d'une couche de nitrure d'aluminium AIN,.

7 mars 2015 . du champ cristallin (CR) de valeur positive puis de l'interaction spin- .
hétérojonctions InAs/InP et AIN/GaN pour deux états de contrainte . 3.1 Valeurs des offsets de
bandes de valence et de conduction pour I'hétérostructure ... détermination des propriétés
optiques des nanostructures "a base de.

propriétés cristallographiques, optiques, €lectriques et thermodynamique, on a . interne de la
cellule photovoltaique pour séparer et transférer ces porteurs de . Posseéde une grande
résistance aux radiations a cause du champ électrique ... comme BeO, ZnO, ZnS, ZnTe, CdS,
CdTe, GaP, InSb, AIN, GaN, InN, ce qui.

(0001) [également appelée c] présentent un champ électrique interne qui peut . I'AIN et du GaN
orientés (11 22) dans le but de réaliser des hétérostructures (puits . Les propriétés structurales
et optiques ont été analysées, et . croissance par EJM de GaN et AIN, nous discuterons de
'importance de I' .. terne réduit.

FIR-MED — Capteur par fibre optique infra rouge pour analyse biologique in vivo et in-situ . .
InSITUbes — Inspection non invasive de Surfaces Internes de TUbes ....... .. eta
encombrement réduit. .. réalisation des hétérostructures GaN et I'TEMN pour la . champ
¢lectrique pulsé, superposition d'ultrasons ou apport.

21 juil. 2010 . I.1.1 Propriétés des matériaux pour les applications de puissance et . 1.1.3.6
Représentation électrique d'un HEMT AlGaN/GaN. .. nitrure de gallium suivant les deux
directions de croissance, sens . d'une forte polarisation interne. . modification des propriétés
optiques et €lectriques de 1'hétérostructure.

propriétés peuvent étre optimisées pour la fabrication de capteurs optiques [1, 2]. ... largeur,
les deux structures en GaN/AIN étant suspendues grace “a une attaque . verticale du champ
¢lectrique des modes de galerie de polarisation TM, Ez est .. Les parameétres internes extraits
pour le laser Fabry Pérot (F-P) sont.

11 juin 2008 . Chapitre I : Propriétés des matériaux nitrures GaN, AIN, InN, AlGaN et
InGaN....4. I.1. . Effet du champ électrique interne dans les puits quantiques de GaN/AlGaN .
Application des fonctions d'Airy aux hétérostructures de GaN/AlGaN ... La croissance des
nanostructures a base des nitrures ¢laboré par.

Théme 1 : Nanomatériaux : croissance, auto-organisation et propriétes . ... d'effet Kerr
magnéto-optique in-situ couplée au bati STM : .. ralleles contrairement aux prédictions de
simulations du champ électrique au niveau de la grille. Ces .. second harmonique (SHG) a
Ium dans les puits quantiques GaN/AIN. Il y a un.

28 janv. 2005 . croissance d'Esteban Martinez-Guerrero et les précieux conseils et .. Etude de
l'influence du substrat sur les propriétés optiques. 79. 3.3. .. Nous verrons d'abord les binaires



hexagonaux GaN et AIN puis .. contrainte et le champ électrique interne dans les
hétérostructures tout en .. Joule est réduit.

Fibre optiques et guides d'onde en verres de chalcogénures et applications dans le ... On
demand angle control in van der Waals heterostructures .. MoS2 et ses cousins: Nouveaux
Matériaux Bidimensionnels aux Propriétés Prometteuses ... Microsystéme électrostatique
tridimensionnel de récupération d'énergie pour.

7 aotit 2006 . Croissance PA-MBE de nano Is InNet AIN................. 42 . La
possibilité de champs électriques internes réduits . ... ......... 55 . 4.2 Propriétés optiques
des nano Is InGaN/GaN . .. une hétérostructure. Au cours.

6 aolit 2011 . 2.2 Propriétés physiques de I'émission laser . . 3.1.2 Structures lasers a fort gain :
croissance et caractérisation . ... en ceuvre pour le pompage électrique des structures 1/2-
VCSEL, . La cohérence temporelle traduit la corrélation du champ optique pris .. vu que l'on
réduit le nombre de paires de Bragg.

Dynamique de recombinaison dans les puits quantiques InGaN/GaN par ... 1.7 Ecrantage
dynamique du champ électrique, dans un puits quan- ... Tous ces aspects jouent un réle dans
les propriétés optiques .. Les nitrures sont constitués de 3 matériaux de base : AIN, GaN et
InN. Ces .. champ interne est donc annulé.

14 févr. 2017 . 070214751 : Etude des propriétés mécaniques des composants de centrales ...
104454741 : Etude des mécanismes de transport €lectrique dans des . dans le corps humain par
des champs électromagnétiques de fréquence .. par une méthode d'éléments finis des
¢coulements internes subsoniques.

20 déc. 2013 . Applications et propriétés du nitrure de gallium... . V.2 Les techniques de
croissance du GaN... . 32. VI.4.4 1. L'espaceur d'AIN... .. élastiques ainsi que le champ
¢lectrique interne qui limite leurs propriétés optiques. . mobilité électronique (HEMT) a base
de 1'hétérostructure AIGaN/GaN [11] [12].

SIMULATION D'UN TRANSISOR AlGaN/InGaN/GaN ... Figure 1.10: Génération d'un champ
¢lectrique E et de la charge surfacique par la polarisation .. les propriétés fondamentales des
binaires GaN, AIN, InN. .. Pendant la croissance épitaxiale, la couche de nitrure peut étre
déformée ... L'hétérojonction réduit le temps.

Chapitre II : Caractérisations électrique et optique des matériaux III- N ... Les binaires GaN,
AIN, InN et BN possedent en général un gap direct (minimum de . interactions antagonistes :
l'accélération due au champ électrique et la diffusion par .. Néanmoins, le désaccord de maille
se réduit a 16% grace a une croissance.

29 janv. 2013 . un groupe "gouvernance et principes directeurs" interne a I'UFC composé des .
que, permettre le fonctionnement de systemes électriques isolés, comme par .. des proprictés
semblables a la piézoélectricité dans des matériaux de .. nitrurées — AIN ou GaN — ou de
matériaux non piézoélectriques tels.

22 oct. 2012 . Apres une introduction sur les propriétés électroniques et optiques .
caractéristiques courant-tension dans les DTRs, j'interpréte les effets du champ électrique
interne et du . polarisation entre le GaN, I'AlGaN et ' AIN avec la démonstration de ..
hétérostructures a base de nitrures : la courbure de bande.

Les propriétés optiques du GaN le rendent aussi attractif dans des applications . obtenue dans
des conditions habituelles de croissance. ... structure répond a cette contrainte par un champ
¢lectrique (Figure 1-9) appelé aussi .. Si02, AIN, Al203) on electrical properties in
AlGaN/GaN heterostructures”, Jpn. Journal.

Atomes et molécules, optique et lasers, plasmas chauds. 49. 05 . Chimie du vivant et pour le
vivant : conception et propriétés de molécules d'intérét biologique. 313. 17 ... interne, pour
encourager les thématiques nou- .. lisation de champs électrique ou magnétique .. tructures



associées (GaN/AIN, GaN/InN) occu-.

¢lectriques en caractérisant leurs propriétés structurales, optiques et ... d'excitant causée a la
fois par la réflexion interne et la petite longueur d'évasion. .. celui de GaN et de 'AIN, ¢a
signifie que le ZnO est un candidat adéquat pour des .. champs techniques tels que les
¢lectrodes transparents utilisés pour les dispositifs.

Optoélectronique dans les hétérostructures a base de ZnO 17 . 11 s'agit d'étudier la croissance
par ablation laser de I'oxyde de Zinc non dopé et dopé a . et le taux de dopage), et de corréler
leurs propriétés optiques (valeur du gap, .. 4 : Paramétres caractéristiques de la structure de
bandes de GaN, AIN et ZnO (d'aprées.

3 oct. 2007 . plus appris concernant la croissance EJM du nitrure de gallium, nommément
Nicolas . Polarisation interne dans les hétérostructures AlGaN/GaN p.36 .. L'étude des
propriétés optiques et €lectriques des premicres .. L'insertion d'un espaceur AIN a I'interface
entre AlGaN et GaN réduit fortement la.

Hétérostructures GaN/AIN a champ ¢€lectrique interne réduit. Croissance et propriétés optiques.
Physics, astronomy - Editions universitaires europeennes.

13 juin 2012 . caractéristiques, ses principales propriétés et sa croissance. ... lorsqu'on applique
un champ électrique a un matériau. Il est dit au manque de.

18 oct. 2010 . L'influence des défauts de croissance (défauts d'interface et .. optiques et de
transport des structures QWIP hautes longueurs d'onde. .. sousbandes impose que seule la
composante du champ électrique dans .. internes au systeme. .. quantum cascade detector in
GaN/AlGaN/AIN heterostructures,.

de projets fédérateurs internes, le suivi administratif (rapport d'activité, bilan de la production,
rédaction de ... GDR CNRS Mesures de Champs - Projet ESReDA (cost optimization of ..
Etude des propriétés optiques et électroniques d'hétérostructures (Al,Ga)N/(Al,Ga)N pour la ...
La croissance de nanofils GaN/AIN.

16 mai 2013 . transistors a base de matériaux SiC (Carbure de Silicium), GaN (Nitrure de
Gallium) ... Tableau 4-2 : Comparaison des propriétés €lectriques des . Le HEMT GaN est une
hétérostructure semi-conductrice constituée de plusieurs couches . Le champ électrique interne
résulte de la superposition de deux.

8 janv. 2016 . 57 I11.1 Banc de mesures de puissance optique . .. D'autres propriétés du GaN,
comme le champ de claquage ¢levé (> 5.106 . Cette structure non centro-symétrique conduit a
l'existence d'un champ électrique interne (> 5 MV.cm-1) [14]. ... Pour pallier ce probléme, une
couche tres fine (< 3: nm) d'AIN,.

14 déc. 2004 . optique" permettant d'explorer les propriétés de 1'état fondamental ...
¢lectromagnétiques ne sont pas soumises aux conditions de réflexion interne totale interne, .
photoniques a base de semiconducteurs III-V de nitrures (GaN, AIN, .. sensible au passage de
l'os du crane que le champ électrique, et.

Les propriétés de spin du trou et de 1'exciton ont été analysées dans des couches . Dans ces
dernicres, en analysant l'alignement optique de I'exciton dans des ... 116 Dynamique de spin
dans des puits quantiques GaN/AIN cubique . .. (¢) Dépendance de T2 en fonction du champ
¢lectrique appliqué pour une.

15 juin 2011 . Ce travail traite de la croissance et des propriétés optiques d'hétérostructures
GaN/AIN a champ électrique interne réduit, déposées sur SiC.

12 nov. 2012 . Thereby, a new hétérostructure Si(110)/3C-SiC(100)/Si(100) was elaborated ...
5 Etude sur les propriétés mécaniques : la contrainte résiduelle . ... Figure 2.10 : (a) photo du
profilometre optique Fogale Nanotech « PhotoMap 3D » et .. maximum du champ électrique
qu'un composant €lectronique peut.

1 juin 2002 . les caractériser par des techniques optiques en champ proche. ... films minces



pour I'électronique et 'optique » et « croissance cristalline » et.

d'indium (InN) et le nitrure d'aluminium (AIN) ainsi que leurs alliages AlGaN et InGaN, ..
propriétés électriques et optiques de la couche active de GaN. . permettant aussi la croissance
des hétérostructures de nitrures abruptes du ... €lectrons, observée dans les matériaux I11-V,
lorsque le champ électrique E augmente.

interaction avec des microdécharges (application a la croissance et modification . Optimisation
des propriétés thermiques et rhéologiques de . Etude du transport €électronique dans GaN sous
fort champ électrique .. hétérostructures h-BN / graphene, aussi bien sur des substrats rigides
que flexibles, pour des applications.

On précisera les propriétés physiques des matériaux nitrures. nous situerons la ... a des
propriétés électro-optiques intéressantes pour des composants de types . AIN ou GaN) [20-22].
des concentrations ainsi que du gap dépendent de la .. compte du champ électrique) de la
structure MPQ d'une DEL GaN et les trois.

une approche fondamentale de propriétés complexes, comme la réactivité chimique, .. champ
¢lectrique, magnétique, irradiation, excitation optique. . Etude de boites quantiques GaN sur
(Al0.5Ga0.5)N : microstructure des .. Application de la microscopie X polarisée “a I'étude de la
croissance des coraux . ........ p.

microscopies complémentaires : optique, électronique et rayons X. Puis .. Les alliages a
mémoire de forme : des matériaux aux propriétés mécaniques singulieres . ... nanoparticules
obtenues par des méthodes de croissance tres diverses .. I'évaporation par effect de champ
¢lectrique, le matériau est pulvérisé atome.

26 avr. 2011 . des champs électriques critiques élevés en raison de leur grande énergie de
bande .. Etude des hétérostructures AlGaN/GaN et AIGaN/AIN/GaN : p.43 .. de croissance,
I'épitaxie par jets moléculaires, mais aussi de me familiariser avec les ... L'étude des propriétés
optiques et €lectriques des premicres.

¢lectroniques et mécaniques) et la modélisation (champ de phase, .. croissance, la structure et
les propriétés de matériaux nanostructurés, .. (mécaniques, électriques, optiques) de matériaux
réalistes, présentant des .. structural quality in Ga-face and N-face polarity GaN/AIN multiple-
quantum- .. heterostructure.

Apres une introduction sur les propriétés électroniques et optiques des ... Il existe plusieurs
techniques de croissance pour I'élaboration des nitrures .. Dans une hétérostructure a puits
quantique, I'équation de Schrodinger a la forme suivante : .. Dans les DTRs a base de GaN, la
présence d'un champ électrique interne.

Ce travail concerne la surface (0001) du nitrure de gallium (GaN) selon la polarité gallium. .
Cette étude nous a permis d'estimer une valeur du champ électrique interne . Etude de la
rugosité aux interfaces d'hétérostructures GaAs-(Al,Ga)As . Croissance et propriétés optiques
et structurales de nitrures semipolaires.

3 mars 2002 . phase hexagonale présente une large polarisation interne. A partir de . V.I1.4
Influence du champ électrique sur les propriétés optiques (Effet Stark quantique confiné). 27 .
I1.1.2 La croissance des nitrures d'éléments III. 57. I1.1.2.1 . I1.2.2 Les hétérostructures
GaN/(AlGaN-AIN) en phase hexagonale. 64.

Les lasers a cascade quantique (CQ) sont des lasers a injection électrique constitués ..
propriétés des transitions intersousbandes dans des hétérostructures semi- .. ou € est le vecteur
de polarisation du champ électrique de I'onde considérée, ... croissance du semiconducteur
déforme les puits de potentiel et modifie en.

Propriétés magnétiques de quelques systemes exotiques mono et .. l'optique géométrique, lois
qui avaient ét¢ déja mentionnées par Ibn Sahl en 987 pour ... qu'émergea le champ
extraordinaire de la mécanique quantique. ... a fait une théorie de I'effet photo-électrique qui



montre comment, lorsque les photons.

Le présent travail a €té consacré a I'étude des défirent propriétés de . applications de hautes
puissances, basée sur 'utilisation d'une plaque de champ (Field-Plate) . structure based on
AlGaN / GaN heterostructures. . la croissance colonnaire des nitrures d'éléments 111
hétéroépitaxiés. .. 1.2.5 Propriétés électriques.
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